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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Daudzslanu silicija nanokondensators ar
uzlabotiem dielektriskiem slaniem (2017-2020)

Finanséjums: 1.1.1.1/16/A/203

Finanséjuma sanéméjs: Rigas Tehniska universitate

Sadarbibas partneri: Rigas pusvaditaju aparatu ripnica AS “ALFA RPAR”,
Latvijas universitate

Projekta finanséjums: EUR 648605.05, tai skaita EUR 551314.29 ERAF finans€jums
Projekta istenosanas termins: 01.03.2017.- 29.02.2020.

Projekta zinatniskais vaditajs: Profesors, Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars
Sadarbibas partneru kontaktpersonas:

Aleksandrs Zaslavskis, AS “ALFA RPAR” jaunas tehnikas direktors

Dr.Chem. Gunta Kizane, LU Kimiskas fizikas institGta vadosa pétniece
Projekta administrativais vaditajs: Marija Nikipelova, RTU projektu vaditaja

Projekta 1ss apraksts: Nanokondensatori (NC) tiek plasi izmantoti mikro un nanoiericés. NC razosanas
tirgus strauji attistas un uzturés savu attistibas tempu vismaz nakamus 10 gadus. Latvijas raZotajiem ir
potencials ienakt NC raZosanas tirgi, tacu pagaidam tas netiek darits. Lai konkurétu NC tirgd, NC
razoSanas izmaksas jabit zemakas neka paslaik esoSas. NC izgatavosanai plasi izmanto uz silicija balstitas
tehnologijas. NC dielektrisko slani visbiezak iegist, saliekot kopa vairakus Si.N, (N) nanoslanus, un ieskauj
tos no abam pusém ar SiO, (O), ieglstot ON...NO struktdru. N...N slanus iegist vairakos tehnologiskos
reaktoros. NC razoSanas izmaksas var samazinat, iegtstot N...N slanus viena reaktora. Ka arT ir
nepiecieSams nodrosinat NC noturibu pret augstam temperatiiram un jonizéjoso starojumu.

Projekta meérkis ir izstradat NC dielektrisko slanu izgatavoSanas inovativu tehnologiju, kas samazina NC
razoSanas izmaksas, lai rezultata palielinatu Latvijas ekonomikas zinasanietilpibu, konkurétspéju un
veicinat Latvijas ekonomikas ilgtspéjigu attistibu.

Planotie galvenie rezultati:

1) rezultatu izplatisana zinatnisko publikaciju veida, konferencés, seminaros;

2) laboratorijas vidé izveidots NC izgatavosanas tehnologijas prototips;

3) patenta pieteikums par N...N slana ieglisanas metodi.

Publicéts 10.03.2017.
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